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(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor laser device comprising an optically pumped, surface-emitting vertical 
emitter region (2) provided with an active radiation-emitting vertical emitter layer (3). and at least one monolithJcally integrated 
pump radiation source (5) comprising an active radiation-emitting pump layer (6) and used to optically pump the vertical emitter 
region (2). According to the invention, the pump layer (6) is arranged downstream of the vertical emitter layer (3) in ihc vertical 
direction and a conductive layer (13) is provided between the vertical emitter layer (3) and the pump layer (6). Furthermore, a contact 
(9) is applied to the side of the semiconductor laser device that is closer to the pump layer (S) than the conductive layer (13). An 
electrical 6eld for generating pump radiation (7) by means of charge carrier injection can be applied between said contact (9) and 
the conductive layer (13). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bcirifft cine Halblcitexlascrvorrichtung mil einem optisch gepumpten, oberflSchcnemit- 
Cicrenden VertikaJemittcrbereich (2), der eine aklive strahlungserzeugcndc Verlikalerniiterschicht (3) auf^ejst und rnindestens eine 
monoJithisch integrierte PumpstrahJungsquelle (5) zurn opiischen Pumpen des Vertikalemhterbcreichs (2), die eine aklive strah- 
lungserzeugcnde Pumpschicht (6) aufweist. Erfindungsgcmaft isi die Pumpschicht (6) der Vertikalemitterschicht (3) in vertikaler 
Richtung nachgeordnet und es ist eine Jeitende Schicht (13 ) zwischen der VertikaJemitterschicht (3) und der Pumpschicht (6) vorge- 
sehen. Wcncrhui ist auf der Seite der Halblcilcrlascrvorrichlung, die sich naher an der Purapschichl (6) aJs an der Jeitenden Schicht 
( 13) befindet, ein Kontakt (9) aufgebracht. Zwischen diesem Kontakt (9) und der leitenden Schicht (13) ist ein elektrisches FeJd zur 
Erzeugung von Pumpsirahlung (7) durch Ladungsuagerinjektion anlcgbar. 



